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Beschreibung
BESCHREIBUNG

[0001] Die Erfindungbezieht sich auf eine transparen-
te und leitfahige Oxidschicht aus Aluminium-dotiertem
Zinkoxid auf einem Substrat und auf ein Verfahren zur
Herstellung.

[0002] Transparente leitfahige Oxide (TCO - Transpa-
rent Conductive Oxide) werden z.B.im Bereich der Diinn-
schichtphotovoltaik zur Kontaktbildung eingesetzt.
TCOs sollen dabei eine méglichst hohe optische Trans-
parenz und eine méglichst hohe elektrische Leitfahigkeit
aufweisen. Zu den TCOs gehért u.a. das Zinkoxid ZnO,
dotiert mit Aluminium Al oder Gallium Ga. Ublicherweise
wirdZnO:Al beirelativ geringen Temperaturenz.B. durch
Sputtern auf einen Tréger, in der Regel auf einem Glas-
substrat, hergestellt. Durch nachtrégliche Temperatur-
behandlungen oberhalb der Herstellungstemperatur
(beispielsweise fiir die weitere Prozessierung zu einer
Solarzelle) veréndern sich dann jedoch die optischen und
elektrischen Eigenschaften der ZnO:Al-Schicht, insbe-
sondere wird die elekirische Leitfahigkeit verringert. Die
Veranderungen der Eigenschaften limitieren den Einsatz
der ZnO:Al-Schichten. Bisher waren die Anwendungen
derartiger ZnO:Al-Schichten als TCO deshalb auf relativ
geringe Temperaturen bei den nachfolgenden Pro-
zessschritten limitiert, da die ansonsten auftretenden
Verénderungen der Eigenschaften nicht akzeptabel wa-
ren. Bei Anwendungen mit héheren Temperaturanforde-
rungen konnten die ZnO:Al-Schichten also nicht verwen-
det werden.

STAND DER TECHNIK

[0003] In der VEROFFENTLICHUNG I von M.Bergin-
ski et al.: "ZnO Films with tailored material properties for
highly efficient thin-film silicon solar modules" (Proc.21
st EPVSEC, Dresden, Germany (2006) pp 1539-1545)
wird in der Figur 2 gezeigt, dass sich die elektrischen
Eigenschaften einer ZnO:Al-Schicht durch eine Temper-
aturbehandlung oberhalb der Herstellungstemperatur
verschlechtern.

[0004] Aus dem Stand der Technik sind verschiedene
MaBnahmen zur Temperaturstabilisierung von TCO-
Schichten bekannt. Beispielsweise lehrt die US
2006/0137738 A1 einen Aufbau der TCO-Schicht unter
Beteiligung eines flinfwertigen Elements und die EP 1
465 262 A2 eine Behandlung einer ZnO-Schicht mit einer
sauerstoffhaltigen Inertgasatmosphére bei einer Tempe-
ratur unterhalb von 400°C. Temperaturstabile Kontakte
sind beispielsweise aus der DE 103 34 353 A1 bekannt.
Hier wird ein passivierter Kontakt zwischen einer ersten
Schicht aus Silizid, Germanid oder einem Metall und ei-
ner angrenzenden Halbleiterflache durch Passivierung
der Grenzflache ausgebildet.

[0005] Verfahren zur Herstellung einer TCO-Schicht
aus dotiertem Zinkoxid sind beispielsweise aus der DE
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10 2004 003 760 A1, der DE 42 07 783 C2 und der DE
36 39 508 A1 bekannt. Die Verwendung einer TCO-
Schicht aus dotiertem Zinkoxid in Solarzellen ist eben-
falls aus der DE 10 2004 003 760 A1 bekannt. Grund-
satzlich erfolgt der Einsatz von TCO-Schichten im Stand
der Technik bislang aber nur in Solarzellen, die bei einer
Temperatur unterhalb einer Temperatur Tp, bei der die
TCO-Schicht Veranderungen ihrer optischen und elek-
trischen Eigenschaften zeigt, prozessiert werden.
[0006] Der Einsatz von n-ZnO:Al als Fensterschicht in
Solarzellen ist beispielsweise aus der VEROFFENTLI-
CHUNG Il von S. Visbeck "Einsatz von n-ZnO:Al als
[0007] Fensterschicht in der Piloffertigung von
CIGSSe-Solarmodulen: Status & Entwicklung" (FVS
Workshop 2005, Session Ill, pp 66-70) bekannt.

[0008] Weiterhin ist aus der DE 101 41 090 A1 be-
kannt, auf einem Glassubstrat eine transparente Elek-
trode aus Zinnoxid (SnO,) vorzusehen, auf der sich eine
amorphe Siliziumschicht befindet. Mit dieser wird eine
Nickelschicht als Metallkatalysatorelement in Kontakt
gebracht, sodass die amorphe Siliziumschicht nach einer
Warmebehandlung bei 550°C in eine kristallographisch
hochorientierte, polykristalline Siliziumschicht vom n-
Typ Uberfuhrt wird. Diese Schicht wird dann als Keimkri-
stall genutzt, um weiteres polykristallines Silizium darauf
aufzuziehen (vergleiche Figur 6). Die Zielrichtung der DE
101 41 090 A1 ist das Vorsehen einer Keimschicht mit
guten kristallinen Eigenschaften. Ein Warmeschutz der
Zinnoxidschicht bei der Warmebehandlung bei 550°C ist
nicht vorgesehen und auch nicht notwendig, da die in DE
101 41 090 A1 verwendeten Zinnoxidschichten typi-
scherweise bei 500°C - 600°C durch APCVD-Verfahren
hergestellt werden. Die Aufgabe der Keimschicht ist die
Ausbildung einer méglichst guten Kristallinitat fir die
nachfolgende pin- Solarzellenstruktur, die bei 200°C -
300°C hergestellt wird.

[0009] Aus der VEROFFENTLICHUNG Ill von T.Na-
kada et al.: "Novel device structure for Cu(In,Ga)Se2thin
film solar cells using transparent conducting oxide back
and front contacts” (Solar Energy 77 (2004) pp 739-747)
wird beschrieben, dass die TCO-Schicht allerdings in
einem Prozessschritt so stark aufgeheizt wird, sodass
sich die optischen und elektrischen Eigenschaften der
TCO-Schicht merklich verschlechtern. Diesist erkennbar
an dem maximal erreichten Wirkungsgrad von 12 %, der
deutlich unterhalb dem flir CIS-Solarzellen in der Sub-
strat-Konfiguration erreichbaren maximalen Wirkungs-
grad von 19% liegt.

[0010] Aus der US 2007/0029186 A1 ist es bekannt,
eine transparente und leitfahige anorganische Schutz-
schicht aus Siliziumnitrid auf ein TCO-beschichtetes
Glassubstrat (ZnO als TCO) aufzubringen, bevor dieses
gehartet/vorgespannt wird ("thermally tempering"). Bei
der Glashéartung/Vorspannung handelt es sich um einen
allgemein bekannten Hochtemperaturprozess bei Tem-
peraturen von mindestens 580°C und hdéher
(600/620/640°C) Uber einen relativ kurzen Zeitraum im
Minutenbereich. Es wird festgestellt, dass sich bei der
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Glashartung die elektrische Leitfahigkeit der TCO-
Schicht signifikant verringert. Daher wird eine anorgani-
sche Schutzschicht auf dertrigerabgewandten Seite der
TCO-Schicht vorgesehen, die die Oxidation der TCO-
Schicht wahrend der Aushéartung verringert, sodass die
Verringerung der elektrischen Leitféahigkeit weniger si-
gnifikant ausféllt. Zweck der bekannten Schutzschicht ist
somit der Luftabschluss der TCO-Schicht bei der Glas-
hartung. Das Aufbringen der TCO-Schicht auf das Glas-
substrat erfolgt durch Sputtern bei Raumtemperatur. Die
Schutzschicht wird ebenfalls durch Sputterdeposition
aufgebracht, eine Temperaturangabe erfolgt hierfir je-
doch nicht.

[0011] Der der Erfindung néchstliegende Stand der
Technik wird in der VEROFFENTLICHUNG von D. Di-
mova-Malinovska et al. "Structural properties of poly-Si
thin films grown on ZnO:Al coated glass substrates by
aluminium induced crystallisation” (Journal of Optoelec-
tronics and Advanced materials, Bd.9, Nr.2, Februar
2007, Seiten 355-358) beschrieben. Es wird eine ZnO:
Al TCO-Schicht offenbart, auf der eine polykristalline Sil-
izium-Schicht durch Erhitzung bei 480-530°C erzeugbar
ist. Dabei wird die ZnO:Al TCO-Schicht durch RF-Mag-
netronsputtern mit einem ZnO:Al,O5-Target mit2 Gew%
Al,O4 bei einer Substrattemperatur von 200°C abge-
schieden. Bei einem so hohen Aluminiumgehalt und ein-
er so niedrigen Substrattemperatur bildet sich aber keine
Schutzschicht mit einer ausreichenden Schutzwirkung
auf der TCO-Schicht auf der substratabgewandten Seite
aus, die deren gute optische und elektrische Eigenschaf-
tenbei eineranschlieBenden Prozessierungbeihdheren
Temperaturen sicher schitzen kann. Die Mobilitét der
Ladungstrager, die die elektrische Leitfahigkeit mitbee-
influsst, wird durch die hohe Anzahl von Ladungstragern
wesentlich eingeschrankt. Eine hohe Anzahl von La-
dungstragern verringert daneben auch die Transparenz
der TCO-Schicht. Auf eine Schutzschicht mit einer op-
tischen und elektrischen Schutzwirkung wird in der
Verdffentlichung dann auch nicht eingegangen, es wird
ausschlieBlich Uber die strukturellen Eigenschaften der
aluminiuminduziert erzeugten polykristallinen Silizium-
Schicht berichtet.

AUFGABENSTELLUNG

[0012] Die AUFGABE fiir die vorliegende Erfindung
ist daher darin zu sehen, eine TCO-Schicht aus Alumi-
nium-dotiertem Zinkoxid so weiterzubilden, dass diese
bei einer Anwendung in Anordnungen mit einer Prozes-
sierungbei Temperaturen oberhalb einer TemperaturTp,
bei der die TCO-Schicht keine Beeintréchtigungen ihrer
optischen und vornehmlich elektrischen Eigenschaften
zeigt. Weiterhin soll ein Herstellungsverfahren angege-
ben werden, das einfach, kostengiinstig und effizient
durchfiihrbar ist. Die LOSUNG fiir diese Aufgaben sind
den nebengeordneten Anspriichen zu entnehmen. Vor-
teilhafte Weiterbildungen werden in den Unteranspri-
chen aufgezeigt und im Folgenden im Zusammenhang
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mit der Erfindung néher erlautert.

[0013] Die erfindungsgemaBe temperaturstabile ZnO:
Al-Schicht auf einem Substrat ist in einer Dicke von 690
nm herstellbar durch nicht-reaktives RF-Sputtern mit ei-
nem ZnO:Al,O4-Target mit 1 Gew% Al,O3 bei einem
Druck von 0,1 Pawahrend der Deposition und einer Sub-
strattemperatur von 300°C und weist eine transparente
und leitféhig anorganische Schutzschicht aus Silizium
auf ihrer flir die Prozessierung vorgesehenen, substrat-
abgewandten Oberflache auf, die durch anschlieBendes
Erhitzen bei einer Temperatur T, zwischen 425°C und
525°C herstellbar ist, wobei bei einer bis 500°C erzeug-
ten Schutzschicht der spezifische Widerstand der ZnO:
Al-Schicht konstant bei 3-104 Q.cm und bei einer ab
500°C erzeugten Schutzschicht unterhalb von 3.104
Q.cm liegt. Dabei kann die Schutzschicht eine polykri-
stalline Ausbildung zeigen. Eine amorphe und mikrokri-
stalline Ausbildung ist aber ebenfalls méglich.

[0014] Durch das Vorsehen einer Schutzschicht auf
der Prozessierungsseite der ZnO:Al-Schicht wird eine
ansonsten bei hdheren Prozesstemperaturen dort auf-
tretende Verdampfung von Zn-Atomen aus der Oberfla-
che der ZnO:Al-Schicht effizient verhindert. Dadurch tritt
bei der Erfindung auch bei hohen Prozesstemperaturen
oberhalb der Herstellungstemperatur der ZnO:Al-
Schicht keine Verschlechterung insbesondere der elek-
trischen Eigenschaften der ZnO:Al-Schicht auf. Durch
die Leitfahigkeit und Transparenz der erfindungsgeman
vorgesehenen Schutzschicht selbst werden die opti-
schen und elektrischen Eigenschaften der ZnO:Al-
Schicht ebenfalls nicht verschlechtert, sodass das Vor-
sehen einer zusétzlichen Schutzschicht auch keine
Nachteile erbringt. Eine Verbesserung der optischen und
elektrischen Eigenschaften durch die Temperaturbe-
handlung ist im Falle der geschiitzten ZnO:Al-Schicht
méglich und wurde bereits beobachtet (siehe unter Aus-
fuhrungsbeispiele).

[0015] Insbesondere wird durch das Vorsehen der
Schutzschicht bei der erfindungsgemaBen ZnO:Al-
Schicht deren nachfolgende Prozessierung oberhalb von
450°C, insbesondere oberhalb von 500°C, 550°C und
sogar 600°C ermdglicht. Durch die bei einer niedrigeren
Temperatur T,, zwischen 425°C und 525°C, insbeson-
dere wegen der erzeugbaren KorngréBen zwischen
425°C und 450°C, erzeugte Schutzschicht bleiben die
Eigenschaften der TCO-Schicht auch bei Temperatur-
behandlungen oberhalb ihrer Erzeugungstemperatur er-
halten. Weiter unten wird noch aufgezeigt, dass sich die-
se sogar noch verbessern. Eine Reduzierung der elek-
trischen Leitfahigkeit der ZnO:Al-Schicht tritt nicht mehr
auf. Die vorliegende Erfindung erméglicht daher durch
das Vorsehenderspeziellen, die ZnO:Al-Schichtinihrem
Temperaturverhalten stabilisierenden Schutzschicht
Verwendungen von ZnO:Al-Schicht in Schichtstrukturen
bzw. Bauelementen, die durch die bislang bestehende
Temperaturlimitierung zur Vermeidung der Verschlech-
terungvon optischen und elektrischen Eigenschaften der
TCO-Schicht nicht mdglich waren. Nunmehr wird auch
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ein Einsatz der mit der Temperaturstabilisierungsschicht
geschltzten ZnO:Al-Schicht bei hdheren Temperaturen
ermdglicht und damit der Anwendungsbereich, insbe-
sondere auch im Bereich der Solarzellenanwendungen
und der beschichteten technischen Glaser, wesentlich
erweitert.

[0016] Beispielsweise kénnen mit der temperatursta-
bilen ZnO:Al-Schicht nach der Erfindung CIS-Solarzellen
(Kuper-Indium-Sulfid) gemaB VEROFFENTLICHUNG
[, Abschnitt 3, Figur 1 mit einer Prozessierung der So-
larzellen auf einem mit ZnO beschichteten Glassubstrat
hergestellt werden. Die dort aufgezeigte Verringerung
des Wirkungsgrades durch eine Verschlechterung der
Eigenschaften der TCO-Schicht aufgrund von Warme-
einwirkung oberhalb der Erzeugungstemperatur von
ZnO tritt bei einem Einsatz der temperaturstabilen ZnO:
Al-Schicht nach der Erfindung nicht mehr auf. Flr hoch-
effiziente CIS-Solarzellen werden beispielsweise Pro-
zesstemperaturen oberhalb von 500°C angewandt,
ebenso flir CdTe-Solarzellen. Fir letztere wird ITO oder
SnO, als TCO verwendet. Letzteres wird - wie bereits
beschrieben - jedoch typischerweise bei Temperaturen
um 550°C hergestellt. Die Erfindung ermdglicht hier jetzt
den Einsatz von ZnO:Al-Schichten, die mit kostenglin-
stigen Verfahren bei vergleichsweise niedrigen Prozes-
stemperaturen (unter 400°C) hergestellt werden, wobei
diese so geschlitzt werden, dass nunmehr Prozesstem-
peraturen oberhalb 450°C mdglich werden, ohne die
elektrischen Eigenschaften der ZnO:Al-Schichten und
deren Funktionsweise in Bauelementen zu schadigen.
[0017] Weiterhin kdnnen auch polykristalline Si-Solar-
zellen auf der temperaturstabilen ZnO:Al-Schicht nach
der Erfindung aufgewachsen werden, wobei hierbei die
Schutzschicht gleichzeitig auch als polykristalline Keim-
schicht fiir die aufzuwachsenden Si-Diinnschichten die-
nen kann. Die nachfolgende, siliziumhaltige Absorber-
schicht wird dabei bei Prozesstemperaturen oberhalb
von 450°C entweder direkt gewachsen oder erst als
amorphe Schicht hergestellt und anschlieBend bei Pro-
zesstemperaturen oberhalb von 450°C kristallisiert.
Auch aquivalente Verfahren zur Rekristallisation, die bei-
spielsweise auf Laserlicht- oder Elektronenstrahl-unter-
stlitzter Kristallisation beruhen, arbeiten bei derartig ho-
hen Prozesstemperaturen (die lokal durch Aufschmelzen
mit dem Laser- oder Elektronenstrahl erreicht werden)
und erfordern deshalb analog den thermischen Schutz
der ZnO:Al-Schicht durch die Schutzschicht nach der Er-
findung.

[0018] Weiter unten wird noch aufgezeigt, dass die
Schutzschicht polykristallin ausgebildet sein kann und
damit eine fur eine nachfolgende Prozessierung ausrei-
chende KorngrdBe und eine bevorzugte Ausrichtung der
Kristallite aufweist und sich deshalb besonders als Keim-
schicht eignet. Bei Si-Diinnschichten wird vor der Wei-
terprozessierung der auf der Keimschicht aufgewachse-
ne amorphe siliziumhaltige Schichtstapel entweder in ei-
nem Hochtemperaturschritt, der zur Rekristallisation der
amorphen Siliziumschichten flhrt, oder mit einem Laser
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(Laserkristallisation) behandelt. In beiden Fallen leidet
dietemperaturstabile ZnO:Al-Schicht nach der Erfindung
nicht und gewéhrt optimale optische und elektrische Ei-
genschaften und damit hohe Wirkungsgrade der prozes-
sierten Solarzelle. Die mdgliche Verwendung von tem-
peraturstabilen ZnO:Al-Schichten in Diinnschichtsolar-
zellen ermdglicht dann wesentlich einfachere Schal-
tungskonzepte als aus dem Stand der Technik bekannt.
[0019] Beispielsweise kann eine Anwendung der Er-
findung in dem in der VEROFFENTLICHUNG IV von P.
Basore: "Expanding the Production of a New Polycrys-
talline Silicon PV Technology" (Proc. 21 st EPVSEC,
Dresden, Germany (2006), pp 544-548) vorgestellten
Konzepten oder in dem in der VEROFFENTLICHUNG
Vvon S. Gall et al.: "Large-grained Polycristalline Silicon
on Glass for Thin-Film Solar Cells" (Proc. 21 st EPVSEC,
Dresden, Germany (2006), pp 1091-1094) erhebliche
Vorteile bringen.

[0020] Weiterhin kdnnen mit der Erfindung tempera-
turstabile hochleitfahige ZnO:Al-Schichten fur verschie-
dene Anwendungen zur Verfigung gestellt werden. Qua-
litativ hochwertige ZnO:Al-Schichten werden in der Re-
gelbeihdheren oder hohen Substrattemperaturen in Va-
kuumbeschichtungsanlagen hergestellt (z.B. Magne-
tronsputtern). Unter Anwendung der Erfindung kénnen
die ZnO:Al-Schichten bei niedrigen Temperaturen, bei-
spielsweise kalt gesputtert und dann anschlieBend in ei-
ner offenen Anlage ohne Vakuum zur Erreichung der ge-
wiinschten optischen und elektrischen Eigenschaften
thermisch nachbehandelt werden. Dabei kann es flir die
Verwendung der erzeugten Produkte (beispielsweise
technische Aluminium-dotierte ZnO-beschichtete Gla-
ser) vorteilhaft sein, wenn nach der thermischen Nach-
behandlung die Schutzschicht wieder entfernt wird.
[0021] Diefolgenden Ausfiihrungen beziehen sich auf
mit Aluminium-dotiertes ZnO (ZnO:Al), kbnnen aber ana-
log auf eine Dotierung mit Gallium Ubertragen werden,
da Gallium in derselben Hauptgruppe wie Aluminium zu
finden und als chemisch aquivalent anzusehen ist. Wei-
terhin kann die temperaturstabile ZnO:Al-Schicht nach
der Erfindung auch auf ein Substrat, bevorzugt aus Glas,
aufgebracht sein, bei dem sich die TCO-Schicht unter-
halb bezuglich der Funktionseinwirkung, beispielsweise
Lichteinfall, befindet (Superstrat). Auch hier sind beide
Ausfihrungsformen als &quivalent anzusehen und
grundsétzlich analog in die Ausfiihrungen miteinzubezie-
hen.

[0022] Die temperaturstabile ZnO/AL-Schicht weist
nach der Erfindung eine Schichtdicke von 690 nm und
die Schutzschicht weist bevorzugt eine Schichtdicke in
einem Bereich von 100 nm auf, sodass sich eine gesamte
Schichtdicke der temperaturstabilen ZnO:Al-Schicht
nach der Erfindung in einem Bereich von 800 nm ergibt.
Dabeiist die Schichtdicke der Schutzschicht von der spe-
zifischen Anwendung abhéngig. In poly-Si Dinnschicht-
solarzellen kann beispielsweise die vollstandige Silizi-
umdinnschichtsolarzelle auf der ZnO:Al-Schicht abge-
schieden werden und dann komplett bei hohen Prozes-
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stemperaturen (oberhalb 450°C) kristallisiert werden.
Hier dient das ganze Siliziumschichtpaket mit einer typi-
schen Dicke von 1-5 pm als Schutzschicht, die sich bil-
det, wenn die Prozesstemperatur noch unterhalb derje-
nigen Temperatur liegt, bei der ungeschitztes ZnO Ver-
anderungen seiner optischen und elektrischen Eigen-
schaften zeigen wirde. In der Anwendung als hochdo-
tierte kristallisierte Saatschicht ist die Dicke der Schutz-
schicht méglichst diinn zu wahlen (typischerweise 10-20
nm). Bei einer Herstellung der temperaturstabilen ZnO:
Al-Schicht nach dem ALILE Verfahren (s.u.) ist eine
Schichtdicke von 100-200 nm fir die Schutzschicht vor-
teilhaft, um méglichst groBe Kristallite zu realisieren.
[0023] Das temperaturstabilisierte Schichtsystem
nach der Erfindung kann mit verschiedenen Verfahren,
beispielsweise mittels Sputtern, Epitaxie oder CVD, her-
gestellt werden. Bevorzugt wird ein Verfahren zur Her-
stellung einer transparenten und leitfahigen Oxidschicht
aus Aluminium-dotiertem Zinkoxid in einer Dicke von 690
nm auf einem Substrat mit einer transparenten und leit-
fahigen, anorganischen Schutzschicht aus Silizium auf
der substratabgewandten Oberflache durch nicht-reak-
tives RF-Sputtern mit einem ZnO:Al,O4-Target mit 1
Gew% Al,O5 bei einem Druck von 0,1 Pa wéhrend der
Deposition und einer Substrattemperatur von 300°C und
anschlieBendes Erhitzen bei einer Temperatur T, zwi-
schen 425°C und 525°C eingesetzt.

[0024] Dabei kann das Verfahren auf dem bekannten
ALILE-Prozess (Aluminum-Induced Layer Exchange)
basieren. Dieser stellt eine spezielle Form der alumini-
um-induzierten Kristallisation (AIC Aluminium-Induced
Crystallization) dar, bei der eine Schichtfolge Sub-
strat/Al/A-Si in eine Schichtenfolge Substrat/poly-Si/Al
(+Si-Inseln) durch einen einfachen Temperschritt (engl.
Annealing) bei einer Temperatur unterhalb der eutek-
tischen Temperatur des Systems Al/Si (577°C) dar. Ubli-
cherweise wird der ALILE-Prozess zur direkten Erzeu-
gung von Keimschichten auf einem Glassubstrat fiir eine
nachfolgende Prozessierung von polykristallinen Dinns-
chicht-Solarzellen eingesetzt (vergleiche beispielsweise
VEROFFENTLICHUNG VIvonK. Lips etal.: "Kristallines
Silicium auf Glas: Herstellung und Materialeigenschaf-
ten", Forschungsverbund Sonnenenergie FVS, Themen
2000, pp109-115).

[0025] Im Zusammenhang mit der Erfindung stellt es
eine attraktive Option flr poly-Si-Diinnfilm-Solarzellen
dar, eine Keimschicht auf einem TCO-beschichteten
Substrat aufzubauen, da das TCO eine hohe Transpa-
renz im Spektralbereich der Solarzelle und eine hohe
elektrische Leitfahigkeit zeigt. TCO-Schichten werden je-
doch bislang nur bei der Herstellung von Dinnschicht-
Solarzellen, basierend auf amorphem Silizium (a:Si)
oder mikrokristallinem Silizium (p.c:Si), eingesetzt. Ein
Einsatz in Diinnschicht-Solarzellen, basierend auf poly-
Si, findet bislang nicht statt, da sich bei der erfordetlichen
Temperaturbehandlung des polykristallinen Siliziums die
optischen und elektrischen Eigenschaften der TCO-
Schicht signifikant verschlechtern.
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[0026] Modifikationen des Herstellungsverfahrens auf
Basis des ALILE-Prozesses kénnen folgende Verfah-
rensschritte umfassen:

¢ Aufbringen der Aluminiumschicht und der amorphen
Siliziumschicht auf die TCO-Schicht aus dotiertem
Zinkoxid mittels DC-Sputtern.

¢ natirliches Oxidieren der Aluminiumschicht an Luft
liber einen Zeitraum von 2 Stunden.

¢ Abtragen der Aluminiumschicht mit Silizium-Inseln
bis auf die Schutzschicht mittels chemisch-mecha-
nischem Polieren.

¢ Aufbringen der Aluminiumschicht auf die TCO-
Schicht aus dotiertem Zinkoxid in einer Schichtdicke
in einem Bereich von 300 nm und/oder

¢ Aufbringen der amorphen Siliziumschicht in einer
Schichtdicke in einem Bereich von 375 nm.

AUSFUHRUNGSBEISPIELE

[0027] Ausbildungsformen der temperaturstabilen
Zn0O:Al-Schicht nach der Erfindung und zu Verfahren zu
seiner Herstellung werden nachfolgend zum weiteren
Verstandnis der Etfindung anhand der schematischen
Figuren néher erlautert. Dabei zeigt:

FIGUR 1 den Aufbau der temperatursta-
bilen ZnO:Al-Schicht unter Ein-
beziehung des ALILE-Prozes-
ses,

ein Diagramm zum Schichtwi-
derstand Rg der Schutzschicht
in Abhéngigkeit von der Tempe-
ratur Tp,

ein Diagram zur optischen
Transparenz der Schutzschicht
in Abhéngigkeit von der Wellen-
lange,

ein Diagramm zur Abhangigkeit
von Temperatur T, und spezifi-
schem Widerstand mit dem Pa-
rameter verschiedener Schicht-
aufbauten und

verschiedene Diagramme zur
Kristallqualitdt der Schutz-
schicht.

FIGUR 2A

FIGUR 2B

FIGUR3

FIGUREN 4A BIS C

BESCHREIBUNG DER DURCHGEFUHRTEN EXPE-
RIMENTE

[0028] In Zusammenarbeit mit dem FZ Jilich wurden
Experimente zur Herstellung von grobkérnigen polykri-
stallinen Silizium-Schichten auf ZnO:Al-beschichteten
Glassubstraten SU durchgefiihrt. Daflir wurde eine
Struktur Glassubstrat/ ZnO:Al/ Al/a-Si hergestellt. Mittels
Sputtern (RF) wurde eine ZnO:Al-Schicht (ca. 700 nm)
auf das Glassubstrat (Borofloat 33 von Schott) deponiert.
AnschlieBend erfolgte die Abscheidung einer Aluminium-
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Schicht (ca. 300 nm) und einer amorphen Silizium-
Schicht (ca. 375 nm) mittels Sputtern (DC). Vor der Ab-
scheidung der a-Si-Schicht erfolgte eine zweistlindige
natirliche Oxidation der Al-Schicht in Luftatmosphére.
Durch eine Temperaturbehandlung im Ofen (bei einer
Temperatur T, = 425°C ... 525°C) ergab sich eine
Schichtstruktur mit dem Aufbau Giassubstrat/ZnO:Al/po-
ly-Si/Al(+Si). Durch den ALILE-Prozess wurde der Al/a-
Si- in einen poly-Si/Al(+Si-Island)-Stapel umgewandelt.
AnschlieBend wurde die obere Al(+Si-Island)-Schicht
mittels CMP (Chemical Mechanical Polishing) abgetra-
gen. Zurlick bleibt die Schutzschicht SS nach der Erfin-
dungin polykristalliner, siliziumhaltiger Ausflhrungsform
(vergleiche FIGUR 1).

[0029] Der ALILE-Prozess erfordert eine diinne, per-
meable Membran ME (vergleiche FIGUR 1) zwischen
der initialisierenden Al-Schicht und der amorphen Silizi-
umschicht zur Kontrolle der Diffusion von A und Si. Diese
Membran ME bleibt wahrend der Durchflihrung des ge-
samten ALILE-Prozesses erhalten und kann gebildet
werden durch eine natlrliche Oxidation der Al-Schicht in
Luft flr 2 h, bevor die a-Si-Schicht aufgebracht wird.

EXPERIMENTELLE DETAILS ZUM ALILE-PROZESS
ZNO:AL-SCHICHT
[0030]

¢ nicht-reaktives RF-Sputter-System

¢ Dicke: 690 nm

¢ Target: ZnO:Al,O3 Target mit 1 Gew% Al,Og
¢ Druck wahrend der Deposition: 0,1 Pa

¢  Substrattemperatur: 300°C

AL- UND A-SI-SCHICHT
[0031]

¢ DC-Magnetron-Sputter-System zur Erzeugung der:
¢ Druck wahrend der Deposition: 6,5x103 mbar

¢ Dicke: 300 nm (Al-schicht), 375 nm (a-Si-Schicht)
¢ Membranbildung (Aluminiumoxid): Luft fir 2 h

SUBSTRAT-PRAPARATION
[0032]

¢  Glassauberung mit Mucasol-Lésung

e ZnO:Al-Sauberung mit heiBem Wasser

¢ ALILE-Prozess (Herstellungstemperatur T, 425°C
bis 525°C, Temperzeit: 16 h bei 425°C bis 450°C
und 4 h bei 475°C bis 525°C.

¢ CMP-Prozess zur Entfernung der Topschicht (Al mit
Si-Inseln)
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CHARAKTERISIERUNG
[0033]

e EBSD fir die GréBe und Orientierung der entstan-
denen Kérner
¢ Ramanspektrum fir die Kristallqualitat.

[0034] Ineinem anderen Herstellungsverfahren wurde
auf die ZnO-beschichteten Glassubstrate (hergestellt
wie oben) eine diinne amorphe Siliziumschicht mit Elek-
tronenstrahlverdampfen aufgebracht. Das Schichtpaket
wurde dann bei 600°C fir eine Stunde thermisch behan-
delt (Ausheizen im Vakuum) und elektrisch vermessen.
Es konnte keine Verschlechterung des elektrischen Wi-
derstands des ZnO festgestellt werden. Durch optische
Messungen wurde nachgewiesen, dass die urspriinglich
amorphe Silizium-Schutzschicht SS thermisch kristalli-
siert wurde. Die Schutzschicht SS erflillt damit auch die
Funktion einer einfach herzustellenden kristallinen
Saatschicht.

[0035] Die verschiedenen Versuche zeigen, dass
TCO-Schichten aus dotiertem ZnO, die durch amorphe
oder polykristalline Schutzschichten SS aus Silizium ge-
schitzt sind, bei Temperaturen oberhalb 450°C prozes-
siert werden kénnen. Es ist nahe liegend, dass auch Si-
liziumlegierungen wie Si,Oy, Si,Ge,, oder Si,C, den ge-
wiinschten Effekt zeigen, ebenso ist neben Silizium das
Element Germanium Ge geeignet.

EIGENSCHAFTEN DER ZNO:AL-SCHICHT OHNE
TEMPERATURSTABILISIERUNGSSCHICHT

[0036] Um den Einfluss der Herstellungstemperatur
(425°C bis 525°C) auf die Eigenschaften des ZnO:Al-
Films zu erkennen, wurden die elektrischen und opti-
schen Eigenschaften eines bloBen (unbehandelten)
ZnO:AL-Films auf einem Glassubstrat vorund nach einer
Warmebehandlung (hierin N,, méglich auch in normaler
Umgebungsluft) untersucht. Dabei wurden zwei Erhit-
zungszeiten (4 und 16 h) durchlaufen, um eine Tempe-
raturabhangigkeit erkennen zu kénnen. Den Schichtwi-
derstand R [C/Flache] des ZnO:Al-Films auf Glas in Ab-
hangigkeit von der Temperatur T, (Annealing tempera-
ture[°C]) zeigt die FIGUR 2A (Quadrate: 4h, Kreise: 16h).
Zum Vergleich wurde der Schichtwiderstand Ry von ZnO
ohne Wéarmebehandlung eingezeichnet (6,3 Q, gestri-
chelte Linie). Der Schichtwiderstand R, der Proben bei
einer Temperatur T, von 425°C betragt nach 4h bzw.
16h 48,5 bzw. 91,2 Q/Flache. Eine Temperaturabhan-
gigkeit konnte bis zu einer Temperatur T, von 450°C
nicht erkannt werden. Oberhalb von einer Temperatur
T, von 450°C steigt der Schichtwiderstand R der ZnO:
Al-Schicht jedoch signifikant mit steigender Herstel-
lungstemperatur an. Die Grinde fiir den starken Anstieg
des Schichtwiderstands Ry sind in einer auftretenden
Verringerung der freien Ladungstragerdichte und der
Mobilitat der Ladungstréger bei diesen hohen Tempera-
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turen zu sehen.

[0037] Die FIGUR 2B zeigt die optische Transparenz
der ZnO:Al-Schicht unter den zuvor beschriebenen Be-
dingungen. Die Transparenz der ZnO:Al-Schicht zeigt im
UV- (ultraviolett) und im VIS- (sichtbar) Bereich keine
Verénderungen wahrend der Temperung. Jedoch steigt
die Transparenz im NIR- (nahes Infrarot) Bereich nach
der Temperung stark an.

BESCHREIBUNG DER ERGEBNISSE

[0038] An den Glassubstrat/ZnO:Al/poly-Si-Struktu-
ren wurde der spezifische Widerstand [ohm-cm] des
ZnO:Al/poly-Si-Schichtpakets als Funktion der Tempe-
ratur T, gemessen. Zum Vergleich wurden auch die spe-
zifischen Widersténde von poly-Si-Schichten (ohne ZnO:
Al) und ZnO:Al-Schichten (ohne poly-Si) gemessen. Die
FIGUR 3 zeigt die Ergebnisse in Abhangigkeit der Tem-
peratur T,. Der spezifische Widerstand der poly-Si-
Schicht liegt im Bereich von ca. 101 Q.cm (FIGUR 3
oberer Graph). Eine systematische Abhangigkeit von der
Temperatur T, ist nicht erkennbar. Der spezifische Wi-
derstand der der ZnO:Al-Schicht liegt oberhalb von ca.
5x10-3Q.cm (FIGUR 3 mittlerer Graph). Gegenliber dem
spezifischen Widerstand vor der Wérmebehandlung
(3x104 Q.cm) hat sich also der spezifische Widerstand
stark vergroBert. Oberhalb von Ty =475°C istein weiterer
starker Anstieg des spezifischen Widerstandes zu beob-
achten. Im Gegensatz zur Glassubstrat/ZnO:Al-Struktur
weist die Glassubstrat/ ZnO:Al/ poly-Si-Struktur einen
spezifischen Widerstand auf, der ungeféhr dem spezifi-
schen Widerstand der ZnO:Al-Schicht vor der Tempera-
turbehandlung (3 x 104 Q.cm) entspricht bzw. sogar dar-
unter liegt (FIGUR 3 unterer Graph). Dies bedeutet, dass
sich der spezifische Widerstand der ZnO:Al-Schicht un-
terhalb der poly-Si-Schicht nicht geéndert hat. Oberhalb
von T, = 500°C verringert sich der spezifische Wider-
stand sogar noch.

SCHLUSSFOLGERUNG

[0039] Die beschriebenen Ergebnisse zeigen, dass
durch die Schutzschicht SS auf der ZnO:Al-Schicht eine
VergréBerung des spezifischen Widerstands durch eine
Prozessierung bei einer Temperatur Tp vermieden wer-
den kann. Dies ermdglicht den Einsatz von ZnO:Al-
Schichten auch in Schichtstrukturen bzw. Bauelemen-
ten, die héhere Prozesstemperaturen oberhalb einer
Temperatur Tp, bei der bei einer ungeschiitzten TCO-
Schicht aus dotiertem ZnO Veranderungen der opti-
schen und elektrischen Eigenschaften eintreten wiirden,
erfordern. Somit ergeben sich neue Anwendungsgebiete
fur die temperaturstabile ZnO:Al-Schicht nach der Erfin-
dung.

[0040] Die FIGUREN 4A bis C zeigen noch Diagram-
me zur Kristallqualitét der Schutzschicht SS. Die Kristall-
qualitat ist zu beriicksichtigen, wenn die Schutzschicht
S8 nach der Erfindung als Keimschicht flr eine zu pro-
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zessierende polykristalline Si-Dinnschicht-Solarzelle
eingesetzt werden soll. Der dafiir erforderliche Hochtem-
peraturprozess veréndert allerdings nun nicht mehr die
optischen und elektrischen Eigenschaften der tempera-
turstabilen ZnO:Al-Schicht, sodass diese bei derartigen
Solarzellen eingesetzt werden kann und dabei zu einer
Vereinfachung des Kontaktierungskonzepts fihrt.
[0041] Die FIGUR 4A zeigt den Kristallisierungsanteil
wahrend des Erwarmungsprozesses bei verschiedenen
Temperaturen Ty (525, 500, 475, 450 und 425 °C). Die
FIGUR 4B zeigt das normalisierte Ramanspektrum der
Schutzschicht SS auf dem ZnO:Al-beschichteten Glas
nach einer Warmebehandlung bei T, = 425°C fir 16 h
(gestrichelte Linie). Das Spektrum entspricht dem nor-
malen Spektrum einer solchen schicht (durchgezogene
Linie). Die FIGUR 4C zeigt die KorngréBenverteilung
(Kreise: maximale KorngréBe, Quadrate: gemittelte
KorngréBe) in der Schutzschicht SS als Funktion der
Temperatur T,. Zu erkennen ist eine Verringerung der
KorngréBen in Richtung auf T, = 450°C, weshalb zur
Erzielung moglichst groBer KorngréBen die Temperatu-
ren T, = 450°C nicht libersteigen sollten. Weiterhin zei-
gen die gebildeten Kristallite eine Vorzugsrichtung (001).
Ein groBer Anteil (mehr als 60%) der Kristallite weichen
in ihrer Ausrichtung nicht mehr als 20° von der perfekten
100-Orientierung ab. Dies &ndert sich auch nicht bei ei-
ner ansteigenden Temperatur Tp.

BEZUGSZEICHENLISTE

[0042]

Al Aluminiumschicht

a-Si amorphe Siliziumschicht

Al(+Siisland)  Aluminiumschicht mit Silizium-Inseln

ME Membran

SS Schutzschicht

SU Substrat

Ta Temperatur zur Erzeugung von SS

TCO transparente und leitfdhige Oxidschicht

Tp Temperatur, oberhalb der bei einer un-
geschitzten TCO-Schicht aus dotier-
tem ZnO Veranderungen der optischen
und elektrischen Eigenschaften eintre-
ten wiirden

Zn0O Zinkoxid

ZnO:Al mit Aluminium dotiertes Zinkoxid

Patentanspriiche

1. Transparente und leitfahige Oxidschicht (TCO-
Schicht) aus Aluminium-dotiertem Zinkoxid (ZnO:Al)
auf einem Substrat (SU), herstellbar in einer Dicke
von 690 nm durch nicht-reaktives RF-Sputtern mit
einem ZnO:Al,O5-Target mit 1 Gew% Al,Oq bei ei-
nem Druck von 0,1 Pa wéahrend der Deposition und
einer Substrattemperaturvon 300°C, mit einertrans-
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parenten und leitfdhigen anorganischen Schutz-
schicht (SS) aus Silizium auf der substratabgewand-
ten Oberflache, herstellbar durch anschlieBendes
Erhitzen bei einer Temperatur T, zwischen 425°C
und 525°C, wobei bei einer bis 500°C erzeugten
Schutzschicht (SS) der spezifische Widerstand der
ZnO:Al-Schicht konstant bei 3-104 Q-cm und bei ei-
ner ab 500°C erzeugten Schutzschicht (SS) unter-
halb von 3.104 Q.cm liegt.

TCO-Schicht nach Anspruch 1,
GEKENNZEICHNET DURCH
ein Substrat (SU) aus Glas.

TCO-Schicht nach Anspruch 1,
GEKENNZEICHNET DURCH

eine Schichtdicke der Schutzschicht (SS) in einem
Bereich von 100 nm.

TCO-Schicht nach Anspruch 1,
GEKENNZEICHNET DURCH

eine Schichtdicke der Schutzschicht (SS) fir eine
Anwendung als  hochdotierte  kristallisierte
Saatschicht in einem Bereich von 10 nm bis 20 nm.

Verfahren zur Herstellung einer transparenten und
leitfahigen Oxidschicht (TCO-Schicht) aus Alumini-
um-dotiertem Zinkoxid (ZnO:Al) in einer Dicke von
690 nm auf einem Substrat (SU) mit einer transpa-
renten und leitfahigen, anorganischen Schutz-
schicht (SS) aus Silizium auf der substratabgewand-
ten Oberflache nach einem der Anspriiche 1 bis 4
durch nicht-reaktives RF-Sputtern mit einem ZnO:
Al,O5-Target mit 1 Gew% Al,Og bei einer Substrat-
temperatur von 300°C und anschlieBendes Erhitzen
bei einem Druck von 0,1 Pa wéahrend der Deposition
und einer Temperatur T, zwischen 425°C und
525°C.

Claims

A transparent conductive oxide layer (TCO layer)
made of aluminium-doped zinc oxide (ZnO:Al) on a
substrate (SU), said oxide layer being producible in
athickness of 690 nm by non-reactive RF sputtering
with a ZnO:Al,Og4 target containing 1 % by weight
Al, O at a pressure of 0.1 Pa during deposition and
at a substrate temperature of 300 °C, comprising a
transparent and conductive inorganic protective lay-
er (SS) made of silicon on the surface facing away
from the substrate, said protective layer being pro-
ducible by subsequent heating at a temperature T,
between 425 °C and 525 °C, wherein, in the case of
aprotective layer (SS) produced at up to 500 °C, the
specific resistance of the ZnO:Allayer lies constantly
at 3104 Q.cm and, in the case of a protective layer
(88) produced from 500 °C, lies below 3-10-4 Q.cm.
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The TCO layer according to claim 1, characterised
by a substrate (SU) made of glass.

The TCO layer according to claim 1, characterised
by a layer thickness of the protective layer (SS) in
the region of 100 nm.

The TCO layer according to claim 1, characterised
by a layer thickness of the protective layer (SS) in a
range of 10 nmto 20 nmforan application as a highly
doped, crystallised seed layer.

A method for producing a transparent and conduc-
tive oxide layer (TCO layer) made of aluminium-
doped zinc oxide (ZnO:Al) in a thickness of 690 nm
on a substrate (SU), comprising a transparent and
conductive, inorganic protective layer (SS) made of
silicon on the surface facing away from the substrate
according to any one of claims 1 to 4 by non-reactive
RF sputtering with a ZnO:Al,Og target containing 1
% by weight Al,O4 at a substrate temperature of 300
°C and subsequent heating at a pressure of 0.1 Pa
during deposition and at a temperature T, between
425 °C and 525 °C.

Revendications

Couche d’oxyde transparente et conductrice (cou-
che TCO) en oxyde de zinc dopé a 'aluminium (ZnO:
Al) sur un substrat (SU), susceptible d’étre préparée
dans une épaisseur de 690 nm en procédant a une
pulvérisation cathodique RF non-réactive en mettant
en oeuvre une cible ZnO:Al,O4 avec 1 % en poids
d’Al,Og, la pression étantde 0,1 Pa pendant le dép6t
et la température dudit substrat étant de 300 °C,
pourvue d’une couche protectrice (SS) inorganique
en silicium de nature transparente et conductrice sur
la surface située a 'opposé dudit substrat, suscep-
tible d’étre préparée en procédant ensuite a un ré-
chauffement & une température T, entre 425 °C et
525 °C, la résistivité de ladite couche ZnQ:Al étant
systématiquement de 3-10-4 Q-cmlorsque lacouche
protectrice (SS) est réalisée a moins de 500 °C, alors
gu’elle estinférieure 23.104 Q.cm lorsque la couche
protectrice (SS) est réalisée a 500 °C ou plus.

Couche TCO selon la revendication 1,
CARACTERISEE PAR
un substrat (SU) en verre.

Couche TCO selon la revendication 1,
CARACTERISEE PAR

une épaisseur de couche de la couche protectrice
(SS) d’environ 100 nm.

Couche TCO selon la revendication 1,
CARACTERISEE PAR
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une épaisseur de couche de la couche protectrice
(8S) qui, pour une application en tant que couche
d’ensemencement cristallisée a haut degré de do-
page, est comprise entre 10 nm et 20 nm.

Procédé de préparation d’une couche d’oxyde trans-
parente et conductrice (couche TCO) en oxyde de
zincdopé al’aluminium (ZnO:Al) dans une épaisseur
de 690 nm sur un substrat (SU), avec une couche
protectrice (SS) inorganique en silicium de nature
transparente et conductrice sur la surface située a
l'opposé dudit substrat selon 'une des revendica-
tions 1 a 4, en procédant a une pulvérisation catho-
dique RF non-réactive en mettant en oeuvre une ci-
ble ZnO:Al,Og5 avec 1 % en poids d’Al,Og, la tem-
pérature dudit substrat étant de 300 °C, et ensuite
aunréchauffement, la pression étant de 0,1 Pa pen-
dant le dépét et la température T, se situant entre
425 °C et 525 °C.
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